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Jean-Luc BISCHOFF est professeur de physique (section CNU28) a I'Université de Haute Alsace.
Aprés un doctorat soutenu en 1989 et une habilitation & diriger des recherches présentées en
2002, il est nommé professeur a I'Université de Haute Alsace en 2003. Il effectue ses travaux de
recherche & I'Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M, UMR UHA CNRS 7361) ou |l
dirige une équipe de recherche en physique expérimentale jusqu'en 2012. Il est expert dans
I'élaboration par épitaxie et la caractérisation de nanomatériaux semiconducteurs (G base de
silicium, germanium et carbone) ou métalliques (Fe) sur divers substrats semiconducteurs et
isolants ayant des applications en nanoélectronique (clés USB ...), en optoélectronique. Il est
co-auteur de 82 publications scientifiques (cosignés avec 84 co-auteurs) et de 141
communications présentées dans des conférences internationales ou nationales.

Tout d'abord membre du conseil scientifique de I'IS2M, il est ensuite vice-président de I'UHA de
2012 & 2020, en charge de la recherche, de la valorisation et de la formation doctorale. Dans
ce cadre, il a assumé de nombreuses responsabilités locales, régionales, nationales et
finalement internationales.

Autres responsabilités exercées

* Vice-président recherche, valorisation et formation doctorale & I'UHA (2012-2020)

* Vice-président du Collége Doctoral du site Université de Strasbourg (2013-2020)

* Vice-président du pole de compétitivité Materalia (depuis 2020)

* Membre du CA de la SATT Conectus (2012-2020)

* Président délégué de SEMIA, I'incubateur d’entreprises, puis membre du CA (2012-2020)

* Membre du R10 (gouvernance de la recherche et de I'innovation de la Région Grand Est)
(2017-2020)

*  Membre du réseau national, puis du bureau, des Vice-présidents recherche et valorisation
(2012-2020)

*  Membre du comité d'évaluation scientifique CE24 & I'ANR (2018)

e Campus France, représentant du réseau des VP recherche (commission recherche) (2018-
2020)

*  Membre du réseau des VP recherche d'EUCOR-Le campus européen (2012-2020)

* Responsable scientifique de la coopération bilatérale UHA - Université Libanaise de
Beyrouth (Liban) (depuis 2000) et membre du consortium de ['Université Francaise
d'Egypte (UFE) (depuis 2019)

e Référent science ouverte de I'UHA (2019-2021)

e Membre du jury régional des Trophées de I'innovation du Grand Est (2019 et 2020)

°* Membre du jury du concours Yago Talents d’entrepreneurs Alsace (2018)



Membre et Président du jury du concours régional (Alsace) Ma thése en 180 secondes
(2015-2019)

Expert HCERES pour I'évaluation de la gouvernance d'un établissement de
I'enseignement supérieur (2021)
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